: ADY 26

GEBMANIUM - PNP - LEISTUNGSTRANSISTOR

fir Verstfrker- und Schal teranwendungen

Mechanische Daten: =~
Geh#use: Metall, T0-36

Der Kollektor ist mit dem.
Metallgehffuse leitend ver-
bunden.

MaBangaben in mm.

Nrehmoment bei Befestigung:
max., 22 cm*kp

le—max.31¢ —»

max.26,5% »

»| («31.35
S —
)
—»

Kurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung ~Ucg ¢ = max. 80 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung ~Ugg g = max. 60 V
N Kollektorstrom, Scheitelwert ~Ig y = max. 30 A
Gesamtverlustleistung bei $; = 60 °C Pioy = max. 50 W
Sperrschichttemperatur Sy = max. 90 °C

Gleichstroﬁverstﬁrkung

bei Ugy = 0, Ip = 25 A B = 25 (2 15)
Transit-Frequenz .
bei ~Upp = 12V, -Ip = 1 A fq 2 100 kHz
-
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ADY 26

Absolute Grenzwerte: (giiltig bis 3y max)

Kollektor-Sperrspannung bei Ig = O:
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei Upp = O:
Emitter—Sperrspahnung bei I, = 0:

Kollektorstrom:
Kollektorstrom, Scheitelwert:

Basisstrom:

Basisstrom, Scheitelwert:

Emitterstrom:
Emitterstrom, Scheitelwert:

Gesamtverlustleistung:

Sperrschichttemperatur:

Lagerungstemperatur:

Wirmewiderstand:

WErmewiderstand zwischen Sperrschicht und GehHuse:

_UCB 0 = max,
-Ucg g = max.
—UEB 0 = max.

—IC AV = max,
-Ic y = max.

~Ig AV = max.
—IB M = max,

IE AV = max,

Ig u = max.
Piot = max,
SJ = max.
3g = min.
3g = max,
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ADY 26

Kennwerte: (bei 8; = 25 °C, sofern nicht anders angegeben)

Kollektor-Reststrom

bei Upg = 2V, Ig = 0: “Icg o = 50 (S5 200) uA
bei -Ucg = 80 V, Ip = o0: -Icg o = 0,5(5 4) m
Kollektor-Emitter-Reststrom
g bei -Uop = 80 V, +Ugp = 1 V, 8; = 90 °C: -Icg v = 3 mA
SEmitter-~Reststrom
bei Ugg = 2V, Ig = 0: -Igg o = 50 (S200) A
bei ~Ugg = 40 V, I = O: -Igs o = 0,5 (5 4) m
- +lektor-Emitter-Durchbruchsspannung
bei -Ig = 1 A, Ugg = O: -Ur) cE s = 90 (2 60) Vv
bei -Io = 25 A, +Ugp = 2 V: 'U(BB) CE V 40 v
Kollektor-Emitter-Restspannung
bei -I = 25 A, -Iy = 2,5 A: Ucg sat = 0515 (50,5) v
A Emitter-Leerlaufgleichspannung
bei -Ucg = 80 V, Ip = 0: U 21 - 0,2 v
Basisspannung
bei Uy = 0, Ip = 5 A: g = 0,6 (S 1) v
’ bei Ugg = 0, Ig = 25 A: Uyp = 1,2(5 2) v
Gleichstromverst¥rkung
bei Ugg = 0, Igp = 5 A: ' B = 60 (40...120)
bei Upg = 0, Ig = 25 A: B = 25 (2 15)
KurzschluB-Stromverstirkung
bei Ugp = 12V, -Ig = 1 A, f = 100 kHz: 8 - 1,7 (2 1)
Kollektorkapaiit&t
bei ~Upg = 12 V, Ig = 0: C, - 350 pF
“manschaltzeit
bei ~Ugp = 18 V, ~Ig = 25 A, -Iy = 2 A: tg + ty - 25 us
Auschaltzeit
na¢h -Io = 25 A
bei +Uggp = 6 V, Rgp = 10 Q: ty + tp = 75 us
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ADY 26
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ADY 26
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ADY 26
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AEY 29 (R)

GERMANIUM - MIKROWELLEN - DETEKTORDIODE

zur Verwendung im J- (Ku-) Band

Mechanische Daten:

Gehduse: Koaxial !ESO
. "‘ = Z
B .
MaBangaben in mm ¢559 N » - ’Q84¢430
AEY 29: Anode am Gehiuse, st ) 0,79 #57
roter Farbpunkt f
ol e 071
AEY 29 R: Katode am Gehiduse, i 373 0,15
gruner Farbpunkt ! 1943 ™ min
1 'L
- 18,67  wroos
Kurzdaten:
Frequenzbereich f = 12...18 GHz
.Tangential-Empfindlichkeit im J-Band St = 53 dBm
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AEY 29 (R)

Absolute Grenzwerte:

Umgebungstemperatur: GU = min. -55°C, max. 100°C
Lagerungstemperatur: ss = min. -55°C, max. 100°C

Kennwerte : (vei 8y = 25°¢)

DurchlaBstrom bei UF = 0,3 V: IF = 12 mA
Sperrstrom bei UR =0,3 V: IR = 100 A

Tangential-Empfindlichkeit,

ohne Vorspannung,

bei f = 16,5 GHz, BZF = 1 MHz,

gemessen in Halterung JAN-201: St = 53 dBm
ZF - Impedanz,

ohne Vorspannung, bei Ui g 1 mV: ZZF = 300 Q
Gewinn 1)

bei f = 16,5 GHz,

gemessen in Halterung JAN-201: G 2 50
Welligkeitsfaktor,

ohne Vorspannung, <

bei f = 16,5 GHz, Pi = 1 uw,

gemessen in Halterung JAN-201: s é 5

1) Der Gewinn G ist das Produkt aus Empfindlichkeit in uA/uW und der Quadrat-
wurzel aus der ZF-Impedanz in Q.
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AEY 31

AEY 31A

GERMANIUM - MIKROWELLEN - DETEKTORDIODEN

zur Verwendung im X-Band

Mechanische Daten:

Gehduse: Subminiatur h—;gg—bﬂ—zl‘%——bﬁlggﬂ
MaBangaben in mm. ;é?
Der Katodenanschluf I T [}
ist rot gekennzeichnet.
2, 159 _ 41 I 4159
$22 92 : - #1585
— »  le—038 0,38 t——
025 0,25_'J
520
4,84 vz720021
Kurzdaten:
Frequenzbereich f = 1...18 GHz
Tangential-Empfindlichkeit im X-Band AEY 31 St = 53 dBm
AEY 31 A St = 50 dBm
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AEY 31

AEY 31A

Absolute Grenzwerte:

Umgebungstemperatur:

Lagerungstemperatlr:

Kennwerte: (bei &U = 2500)
DurchlaBstrom bei UF = 0,3 V:
Sperrstrom bei UR =0,3 C

Tangetial-Empfindlichkeit,
ohne Vorspannung,

bei f = 9,375 GHz, BZF = 1 MHz:
ZF - Impedanz, <
ohne Vorspannung, bei Ui =1 mV:
Gewinn 1)
bei f = 9,375 GHz:
Welligkeitsfaktor,
ohne Vorspannung,
bei f = 9,375 GHz, Pi =1 pwW:
Betriebswerte als Mischer: '
ZF - Impedanz
bei fZF = 45 MHz, I0 = 1 mA:
Welligkeitsfaktor
bei fZF = 45 MHz, f = 1...18 GHz,
und I "= 1 mA, Z, = 50 Q:
0 0
Rauschzahl
bei £ = 9,375 GHz, fZF = 45 MHz,
und P = 200 pW, I =1 mA:
osc 0
bei f = 16,5 GHz, fZF = 45 MHz,
und P = 200 pw, I =1 :
osc 0
bei f = 9,375 GHz, fZF = 3 kHz, F

8, = min. -55°C, max. 100°C
8 = min. -55°C, max. 100°¢C
IF =
IR =
AEY 31: s, =
AEY 31 A: s, =
Zgp =
AEY 31: G 2
AEY 31 A: 2
<
S =
Zyp =
<
S e
= 1,5 dB

Z¥ F =

[

= 1,5 dB
ZF Poo-
2

gF = 2 dB: ) F, =

1) Der Gewinn G ist das Produkt aus Empfindlichkeit in pA/pW und

wurzel aus der ZF-Impedanz in Q.

2) Doppler-Radar

12 mA
100 paA
53  dBm
50 dBm
300 - Q
120
50
5
130 @
2,5
9,0 dB
9,5 dB
18 4B

der Quadrat-
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